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Motivation

GaN ist ein vielversprechender Kandidat fir die Revolutionierung der
Elektronik in vielen verschiedenen Bereichen, allen voran der
Hochleistungs- und Hochfrequenzelektronik. Aber auch sensorische
Anwendungen konnen in hohem MaRe von der GaN-HEMT-Technologie
(High Electron Mobility Transistor) profitieren. Aufgrund des mechanisch
induzierten zweidimensionalen Elektronengases (2DEG) ist eine hohe
Dehnungsempfindlichkeit gegeben. Bei geeigneter Platzierung auf
Membranen kann ein Drucksensor gebaut werden, der sich durch hohe
Ausgangssignale, hohe Druckempfindlichkeit und Robustheit gegeniber
rauen Umgebungen auszeichnet. [1,2]

Fokus der Arbeit
Mithilfe eines zuvor entwickelten Druckteststand sollen die Effekte von
Druck und Spannung auf HEMT-Sensorelemente auf diinnen Membranen
untersucht werden. Dazu sollen im Reinraum und Labor elektrische
Messungen an On-Wafer-Teststrukturen (PCMs) geplant, vorbereitet und
durchgefiihrt werden. Mithilfe eines Kompaktmodells [3,4] zur
Beschreibung der mechanischen und elektrischen Transistor-Eigenschaften
sollen die Messdaten analysiert und per Simulation ausgewertet werden.
Wahrend der Arbeit sollen folgende Aufgaben wissenschaftlich untersucht
und dokumentiert werden:
v’ Literaturrecherche mit Fokus  auf und
Dehnungseffekten in GaN-HEMTs
v" Modellierung der Teststrukturen/Sensorelemente mittels Verilog-A
v Elektrische Simulation der Teststrukturen
v" Planung, Vorbereitung und Durchfiihrung von Druckexperimenten
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